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Beschreibung 

Auswahleinrichtung fur eine Halbleiterspeichereinrichtung 

5 Die Erfindung betrifft eine Auswahleinrichtung fur eine 
Halbleiterspeichereinrichtung oder dergleichen gemaii dem 
Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Moderne Halbleiter speichereinrichtungen weisen einen Spei- 
10 cherbereich mit einer Mehrzahl von Speicherelementen oder 

Speicherzellen auf . Die Speicherelemente oder Speicher zellen 
sind dabei oft in einer matrixartigen Anordnung ausgebildet 
und uber Zugrif f sleitungseinrichtungen , zum Beispiel Bitlei- 
tungen und Wortleitungen, ansprechbar, urn den Speicherzu- 
15 stand oder Inf ormationszustand jedes Speicherelements oder 
jeder Speicherzelle auszulesen und/oder zu verandern. 

Das Ansprechen oder die Adressierung und somit der Zugriff 
erfolgen dabei in der Regel uber entsprechende Auswahlein- 
20 richtungen gemafi einer Zeilenauswahl, zum Beispiel fur die 

Wortleitungen, sowie durch eine Spaltenauswahl, zum Beispiel 
fur die Bitleitungen . Dabei bildet das System der matrixar- 
tig angeordneten Speicherzellen sowie der ausgewahlten und 
der nicht ausgewahlten Zugrif fsleitungen ein Netzwerk Ohm- 
25 scher Widerstande, wobei insbesondere die Zellenwiderstande 
der einzelnen Speicherelemente oder Speicherzellen zu be- 
rucksichtigen sind . 

Durch die Auswahl einer entsprechenden Wortleitung und einer 
30 entsprechenden Bitleitung soil, insbesondere beim Lesen, ge- 
nau eine wohldef inierte Speicherzelle oder ein wohldef inier- 
tes Speicherelement angesprochen werden. Aufgrund der netz- 
werkartigen Verschaltung der Mehrzahl der Speicherzellen 
oder der Speicherelemente des Speicherbereichs treten aber 
35 neben dem den Speicher zustand der angesprochenen Zelle re- 
prasentierenden Signal auch sogenannte parasitare Signale 
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aus den nicht ausgewahlten Speicherelementen Oder Speicher- 
zellen und/oder den entsprechenden Zugrif f sleitungen auf . 
Diese parasitaren Signale uberlagern sich dem eigentlich zu 
detektierenden und zu analysierenden Signal der selektierten 
Zelle und konnen zu Verf alschungen f lihren . 



Zur Unterdriickung dieser parasitaren Signale oder zur Redu- 
zierung ihres Einflusses bedient man sich ublicherweise ei- 
ner Leseverstarkereinrichtung, durch welche die Potenzial- 
10 differenz liber den nicht selektierten Speicherbereich und 
der damit im Zusammenhang stehende elektrische Strom mog- 
lichst klein, zumindest jedoch konstant, gehalten werden 
kann, so dass das zu detektierende Signal der selektierten 
Zelle, gerade bei MRAM- Zellen auf der Basis einer sogenann- 
15 ten Cross-Point-Anordnung, von den parasitaren Signalen un- 
terschieden werden kann. 

Problematisch bei herkommlichen Auswahleinrichtungen ist, 
dass unter realen Bedingungen beim Lesevorgang, insbesondere 
20 von MRAM- Zellen, der Lesestrom uber die Mehrzahl nicht 

durchgeschalteter Schaltelemente, insbesondere in der Form 
von Transistoreinrichtungen oder dergleichen, zu Spannungs- 
abfallen fuhrt, so dass die Spannung oder das Potenzial der 
auszulesenden Zugrif fsleitungseinrichtung oder Bitleitung 
'25 durch den Leseverstarker nicht auf den korrekten Wert gere- 
gelt werden kann. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Auswahlein- 
richtung fur eine Halbleiterspeichereinrichtung anzugeben, 
30 bei welcher Betriebsstorungen durch die durch Lesestrome 
verursachte Spannungsabf alle auf besonders einfache Weise 
und gleichwohl zuverlassig vermieden werden konnen. 

Die Aufgabe wird bei einer gattungsgemaften Auswahleinrich- 
35 tung erf indungsgemali durch die kennzeichnenden Merkmale des 
Anspruchs 1 gelost. Vorteilhafte Weiterbildungen der erf in- 
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dungsgemaften Auswahleinrichtung sind Gegenstand der abhangi- 
gen Unteranspriiche . 

Die gattungsgemafie Auswahleinrichtung fur eine Halbleiter- 
5 speichereinrichtung oder dergleichen weist fur jede auswahl- 
bare Zugrif f sleitungseinrichtung, insbesondere fur jede Bit- 
leitungseinrichtung oder dergleichen, zum Zugriff auf Spei- 
cherelemente des Speicherbereichs der Halbleiterspeicherein- 
richtung, welche mit der jeweiligen auswahlbaren Zugriffs- 
10 leitungseinrichtung verbunden sind, jeweils eine zugeordnete 
Schalteinrichtung oder dergleichen auf. Dabei ist im Betrieb 
durch die Schalteinrichtung die jeweilige Zugrif f sleitungs- 
einrichtung bei Auswahl mit einer Leseverstarkereinrichtung 
steuerbar verbindbar, und zwar mit einem Potenzialabtastan- 
15 schluss der Leseverstarkereinrichtung zum Erfassen des elek- 
trischen Potenzials der jeweiligen Zugrif f sleitungseinrich- 
tung und mit einem Stromeinspeiseanschluss der Leseverstar- 
kereinrichtung zum Einspeisen eines Kompensationsstroms in 
die j eweilige Zugrif f sleitungseinrichtung . 

20 

Bei der erf indungsgemafien Auswahleinrichtung ist es vorgese- 
hen, dass jede Schalteinrichtung jeweils ein erstes und ein 
zweites Schaltelement aufweist. Im Betrieb ist durch das er- 
ste Schaltelement die zugeordnete Zugrif fsleitungseinrich- 
"25 tung mit dem Potenzialabtastanschluss der Leseverstarkerein- 
richtung verbindbar. Ferner ist im Betrieb durch das zweite 
Schaltelement die zugeordnete Zugrif f sleitungseinrichtung 
mit dem Stromeinspeiseanschluss der Leseverstarkereinrich- 
tung verbindbar. 

30 

Bei herkommlichen Auswahleinrichtungen ist fur jede auswahl- 
bare Zugrif f sleitungseinrichtung, insbesondere Bit lei tung 
oder dergleichen, im Wesentlichen ein einziges Schaltelement 
vorgesehen. Durch dieses einzige Schaltelement wird in her- 
35 kommlicher Weise die jeweils zugeordnete Zugrif f sleitungs- 
einrichtung insgesamt mit dem Potenzialabtastanschluss und 
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gleichzeitig mit dem Stromeinspeiseanschluss der zugeordne- 
ten Leseverstarkereinrichtung verbunden. Bei der herkommli- 
chen Anordnung flieiit im Betrieb im realen Anwendungsf all 
auch liber die nicht durchgeschalteten Schaltelemente, z. B. 
5 liber Schalttransistoren, ein gewisser Lesestrom, der zu ei- 
nem nicht kontrollierbaren Spannungsabf all liber die gesamte 
Auswahleinrichtung flihrt, welcher durch die Leseverstar- 
kereinrichtung insgesamt nicht ausgeregelt werden kann. 
Folglich kann bei herkommlichen Auswahleinrichtungen durch 
10 die angeschlossenen Leseverstarkereinrichtungen keine defi- 
^ nierte Spannung am Ende der jeweiligen ausgewahlten Bitlei- 
-V., tungseinrichtungen auf rechterhalten werden. 

Bei der erf indungsgemafien Vorgehensweise dagegen sind zwei 

15 Schaltelemente vorgesehen, wobei das erste Schaltelement je- 
weils eine Verbindung zum Potenzialabtastanschluss und das 
zweite Schaltelement parallel dazu eine Verbindung zum Stro- 
meinspeiseanschluss der Leseverstarkereinrichtung herstellen 
kann. Bei ausgewahlter Zugrif f sleitungseinrichtung, d.h. 

20 ausgewahlter Bitleitung, ist das erste Schaltelement durch- 
geschaltet, und es ist ein Kontakt mit dem Potenzialabta- 
stanschluss der Leseverstarkereinrichtung hergestellt. Da 
Potenzialabtastanschllisse relativ hochohmig ausgebildet 
sind, flieiit liber das geschlossene erste Schaltelement im 

25 Wesentlichen kein Lesestrom, so dass die Grofie des Wider- 
stands des ersten Schaltelements und somit der darliber ab- 
fallende Spannungsabf all unerheblich sind. Der Potenzialab- 
tastanschluss kann somit das am Ende der Zugrif f sleitungs- 
einrichtung, insbesondere der Bitleitungseinrichtung, vor- 

30 liegende elektrische Potenzial exakt erfassen. 

Durch das parallel dazu vorgesehene zweite Schaltelement, 
welches bei Auswahl ebenfalls durchgeschaltet oder geschlos- 
sen vorliegt, regelt die angeschlossene Leseverstarkerein- 
35 richtung liber den entsprechenden Anschluss den Kompensati- 
onsstrom solange nach, bis die liber das erste, geschlossene 
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Schaltelement detektierte Potenzialciif f erenz den korrekten 
Wert annimmt. Somit 1st der Widerstand des zweiten Schalte- 
lements ebenfalls nahezu ohne Bedeutung, well dessen Ein- 
fluss von der Leseverstarkereinrichtung gerade ausgeregelt 
5 werden kann . Der von der Leseverstarkereinrichtung aufge- 

brachte Kompensationsstrom wird ausgewertet und spiege.lt je- 
weils den ausgelesenen Programmierzustand der selektierten 
Speicherzelle oder des selektierten Speicherelements wider. 

10 Die grundlegende Idee der vorliegenden Erfindung besteht al- 



so darin, bei der Auswahleinrichtung zwei Schaltelemente in 
Parallelschaltung zueinander zur Kontaktierung mit dem Po- 
tenzialabtastanschluss einerseits und dem Stromeinspeisean- 
schluss andererseits auszubilden, so dass die Spannungsab- 
15 falle liber die Ohmschen Widerstande der Schaltelemente auf- 
grund des Regelmechanismus ausgeregelt werden konnen und 
keinerlei Bedeutung haben . 

Dazu sind die vorgesehenen ersten und zweiten Schaltelemente 
20 jeweils im Wesentlichen parallel zueinander verschaltet aus- 
gebildet . 

Ferner ergibt sich ein besonders einfacher Betrieb der er- 
f indungsgemaften Auswahleinrichtung, wenn durch die Schalte- 
25 lemente jeweils im Wesentlichen zwei Schaltzustande ausbild- 
bar sind, insbesondere jeweils ein durchgeschalteter oder 
kontaktierender und ein nicht durchgeschalteter oder tren- 
nender Schaltzustand . 

30 Eine besonders zuverlassige Regelung oder ein besonders ge- 
ringer Einfluss der Ohmschen Widerstande der Schaltelemente 
ergibt sich, wenn durch das erste Schaltelement im ersten, 
durchgeschalteten oder kontaktierenden Zustand, ein ver- 
gleichsweise niederohmiger Kontakt herstellbar ist, insbe- 
35 sondere mit dem Potenzialanschluss der Leseverstarkerein- 
richtung. 
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Besonders einfach gestaltet sich die erf indungsgemafte Aus- 
wahleinrichtung dann, wenn die Schaltelemente als Transi- 
storeinrichtungen ausgebildet sind, insbesondere als M0S- 
5 FETs, oder dergleichen. 

Dabei ist es bevorzugt vorgesehen, dass jeweils Drainberei- 
che der Transistoreinrichtungen mit der zugeordneten Zu- 
grif f sieitungseinrichtung verbunden ausgebildet sind. Ferner 
10 ist es vorgesehen, dass jeweils Sourcebereiche der Transi- 
^ storeinrichtungen mit dem jeweiligen Potenzialabtastan- 
i> schluss bzw. dem Stromeinspeiseanschluss der zugeordneten 

Leseverstarkereinrichtung verbunden ausgebildet sind. 

15 Grundsatzlich kann jede Zugriff sieitungseinrichtung, insbe- 
sondere jede Bitleitungseinrichtung, jeweils einer separaten 
Leseverstarkereinrichtung zugeordnet sein, so dass durch je- 
de Schalteinrichtung bei Auswahl der entsprechenden zugeord- 
neten Zugriff sleitungseinrichtungen auch eine entsprechende 

20 Leseverstarkereinrichtung ausgewahlt wird. 



Andererseits ergibt sich ein besonders platzsparendes Kon- 
zept, wenn die Mehrzahl der Ausgangsanschlusse , insbesondere 
der Sourcebereiche, der ersten und zweiten Schaltelemente 
25 jeweils mit einer gemeinsamen Leitungseinrichtung und liber 
diese mit einer gemeinsamen Leseverstarkereinrichtung ver- 
bunden ist. 



Das bedeutet insgesamt, dass eine Mehrzahl auswahlbarer Zu- 
30 griff sleitungseinrichtungen durch eine einzige, gemeinsame 

Leseverstarkereinrichtung auslesbar ist. Durch die gemeinsa- 
men Leitungseinrichtungen werden dann zum einen die Aus- 
gangsanschlusse der ersten Schaltelemente gemeinsam mit dem 
einzigen Potenzialabtastanschluss der gemeinsamen Lesever- 
35 starkereinrichtung verbunden. Andererseits werden durch die 
zweite gemeinsame Leitungseinrichtung samtliche Ausgangsan- 
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schliisse der zweiten Schaltelemente mit clem gemeinsamen 
Stromeinspeiseanschluss des gemeinsamen Lesever starkers ver- 
bunden . Es ist somit insgesamt fur die so organisierte Grup- 
pe von Speicherzellen oder auswahlbaren Zugrif f sleitungsein- 
5 richtungen insgesamt nur eine einzige Leseverstarkereinrich- 
tung notwendig. 



Nachfoigend wird die Erfindung anhand bevorzugter Ausfuh- 
rungsformen auf der Grundlage einer schematischen Zeichnung 
10 naher erlautert. 

Fig. 1 zeigt anhand eines schematischen Schaltungsdia- 

gramms den grundlegenden Aufbau einer Spei- 
chereinrichtung unter Verbindung der erfindungs- 
15 gemaiien Auswahleinrichtung . 

Fig. 2 zeigt anhand eines schematischen Schaltungsdia- 

gramms Details der Verschaltung einer Ausfiih- 
rungsform der erf indungsgemaften Auswahleinrich- 
20 tung. 



Fig. 1 zeigt in einer schematischen Schaltungsanordnung den 
^ grundsatzlichen Aufbau einer Halbleiterspeichereinrichtung 1 
25 unter Verwendung einer Ausf iihrungsf orm der erf indungsgemaflen 
Auswahleinrichtung 10. 



Die Halbleiterspeichereinrichtung 1 weist einen Speicherbe- 
reich 2 auf. Dieser besteht aus einer matrixartigen Anord- 

30 nung von Speicherzellen 3 und 3 ! , wobei die Speicherzellen 
oder Speicherelemente 3' in dem in Fig. 1 gezeigten Zustand 
der Halbleiterspeichereinrichtung 1 nicht zum Auslesen se- 
lektiert sind. Dagegen ist das Speicherelement 3 des Spei- 
cherbereichs 2 zum Auslesen ausgewahlt oder selektiert. Zu 

35 dieser Auswahl oder Selektion ist in Fig. 1 die Wortleitung 
WLi zusammen mit der Bitleitung BLk der Zugrif f sleitungsein- 
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richtungen 6 bzw. 4 durch entsprechende Schalt zustande der 
Zeilenselektoren oder -multiplexer 8 bzw. Spaltenselektoren 
Oder -multiplexer 7 realisiert. Sowohl die Zeilenselektoren 
als auch die Spaltenselektoren 8 bzw. 7 konnen die erfin- 
5 dungsgemafl beschriebene Struktur aufweisen. 

Die selektierte Wortleitung WLi liegt auf der Wortleitungs- 
spannung oder Lesespannung Vwl . Samtliche nicht selektierten 
Wortleitungen oder Bitleitungen der Zugrif f sleitungseinrich- 
10 tungen 6 und 4 liegen auf der Aquipotenzialspannung oder 
* Ausgleichsspannung Veq. Im Idealfall liegt auch die selek- 
tierte Bitleitung BLk an ihrem Ende, namlich am Knoten 7a 
und also am Potenzialabtastanschluss 22 der Leseverstar- 
keranordnung 20 auf der Aquipotenzialspannung Veq. 

15 

Fig. 1 gibt insbesondere die Beschaltung beim Auslesen einer 
Cross-Point-MRAM-Speichermatrix wider. Aus der Anordnung der 
Fig. 1 ergibt sich auch, dass durch die Ohmschen Widerstande 
RC1 und RC2 der entsprechenden Speicherzellen 3' keine para- 
20 sitaren Strome fliefien, welche das Lesesignal der selektier- 
ten Speicherzelle 3 mit ihrem Ohmschen Widerstand RC storen 
konnen. Auch die Strome durch RC3 fuhren zu keiner wesentli- 
chen Storung des Lesesignals. 

► 

25 Fig. 1 zeigt auch, dass durch den dargestellten Spaltenmul- 
tiplexer 7 oder die Auswahleinrichtung 10 fur die Bitleitun- 
gen BLj jeweils eine bestimmte Bitleitung BLk der Spei- 
chereinrichtung 1 an den Eingang 22 der Leseverstarkerein- 
richtung 20 geschaltet werden kann . 

30 

Bei herkommlichen Anordnungen ist es nicht moglich, eine 
entsprechende Anzahl von Schaltelementen oder Schaltertran- 
sistoren, namlich entsprechend der Anzahl auswahlbarer Zu- 
grif fsleitungseinrichtungen oder Bitleitungen, fur den Spal- 
35 tenmultiplexer einfach zwischen die Bitleitungen des MRAM- 
Arrays und den Eingang des Leseverstarkers 20 zu schalten. 
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Dann namlich musste der Lesestrom liber die jeweiligen Schal- 
tertransistoren flieJSen und wiirde zu einem unkontrollierba- 
ren Spannungsabf all fiihren, der durch den Leseverstarker 20 
nicht ausgeregelt werden konnte. Damit wiirde sich bei her- 
5 kommlichen Anordnungen am Ende der ausgewahlten Bitleitung 
BLk keine definierte Spannung einstellen oder durch die Ver- 
starker 20 gehalten werden konnen . 

Fig. 2 zeigt anhand eines schematischen Schal tungsdiagramms 
10 eine Ausf lihrungsf orm der erf indungsgemaften Auswahleinrich- 
I tung 10 bei Verwendung in einer Halbleiterspeichereinrich- 

tung 1 . 



Der Speicherbereich 2 der Halbleiterspeichereinrichtung 1 
15 weist eine zum Auslesen selektierte Speicherzelle 3 sowie 

nicht selektierte Speicherzellen 3 1 auf. Die in Zusammenhang 
mit diesen selektierten und nicht selektierten Speicherzel- 
len 3 bzw. 3 f bestehenden Ohmschen Widerstande sind mit RC 
bzw. Rpar 1 bezeichnet. Die durch die selektierten und nicht 
20 selektierten Speicherzellen 3 bzw. 3 1 flieftenden elektri- 

schen Strome werden als Zellstrom Ic bzw. als Parallelstrom 
Ipar bezeichnet. 

I Die angeschlossene Auswahleinrichtung 10 ist in diesem Fall 
25 als Spaltenauswahleinrichtung 7 ausgebildet. In der Fig. 2 
ist ausschlieftlich die Schalteinrichtung 12 fur die Auswahl 
der k-ten Bitleitung BLk dargestellt. Die entsprechenden 
Schaltelemente Tl, T2 sind als MOSFETs ausgebildet und wei- 
sen Drainbereiche Dl, D2, Sourcebereiche SI, S2, sowie Gate- 
30 bereiche Gl und G2 auf. 

Die ersten und zweiten Schaltelementen Tl und T2 sind vom 
Knoten 12a ausgehend in Parallelschaltung zueinander ange- 
ordnet. Die Drainbereiche Dl und D2 sind dabei direkt mit 
35 der k-ten Bitleitung BLk verbunden. Die Sourcebereiche SI 

und S2 der Schaltelemente Tl und T2 sind mit dem Potenzial- 
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abtastanschluss 22 bzw. dem Stromeinspeiseanschluss 24 der 
Leseverstarkereinrichtung 20 verbunden. Uber den Anschluss 
21 wird die Ausgleichsspannung oder Aquipotenzialspannung 
Veq zugefiihrt. Uber den Ausgang 23 der Lesevers tarkerein- 
5 richtung 20 wird das ausgewertete Auslesesignal Vout bereit- 
gestellt, durch welches der Informations- oder Speicherzu- 
stand der selektierten Speicherzelle 3 reprasentiert wird. 

Die auszulesende Bitleitung BLk des Speicherbereichs 2 
10 selbst wird hier als Serienschaltung der entsprechenden Wi- 
der stande Rpar ' und Rc dargestellt. Im Vergleich zu Fig. 1 
ergibt sich, dass RC den Ohmschen Widerstand der selektier- 
ten Speicherzelle 3 darstellt. Dieser liegt liber die selek- 
tierte Bitleitung BLk uber die Wortleitungsspannung oder Le- 
15 sespannung Vwl an Masse an. 

Aus der Fig. 2 ergibt sich, dass die selektierte Bitleitung 
BLk mit der Leseverstarkereinrichtung 20 uber die Schalt- 
transistoren Tl und T2 als erste und zweite Schaltelemente 

20 verbunden sind. Bei komplexeren Speicheranordnungen kann es 
notwendig sein, die Schalttransistoren Tl und T2 jeweils 
auch durch eine komplexere Serienschaltung mehrerer Transi- 
storeinrichtungen auszubilden. Die Anzahl der Transistoren, 
P welche als Serienschaltung fur Tl und T2 eingesetzt werden 

25 muss, ist fur die Funktionsweise des hier vorgestellten er- 
f indungsgemaften Prinzips aber im Wesentlichen unerheblich. 

Erf indungsgemaii wirken die Schaltelemente Tl und T2 insbe- 
sondere die entsprechenden Transistoreinrichtungen Tl und 

30 T2, wie folgt: Uber die Transistoreinrichtung Tl ist der 

Eingang, namlich der Potenzialabtastanschluss 22, der Lese- 
verstarkereinrichtung 20 direkt mit dem Ende der selektier- 
ten Bitleitungseinrichtung BLk verbunden. Die Leseverstar- 
kereinrichtung 20 kann somit die an der selektierten Bitlei- 

35 tung BLk anliegende Spannung Vsense direkt abtasten und er- 
mitteln. Der Ohmsche Widerstand des Schaltelements oder der 
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Transistoreinrichtung 1 spielt wegen des relativ hohen Ein- 
gangswiderstands des Potenzialabtastwiderstandes 22 der Le- 
severstarkereinrichtung 20 keine Rolle, weil liber das Schal- 
telement Tl kein nennenswerter Strom flielit, d.h., es gilt 
5 im Wesentlichen Isense = 0. 

Uber das zweite Schaltelement oder die zweite Transistorein- 
richtung T2 regelt die Leseverstarkereinrichtung 20 liber den 
Stromeinspeiseanschluss 24 die dort anliegende Spannung 
10 Vforce den Speisestrom oder Kompensationsstrom Icomp oder 

Iforce solange nach, bis liber das erste Schaltelemente oder 
die erste Transistoreinrichtung Tl an der selektierten Bit- 
leitung BLk die korrekte Spannung detektiert wird und einge- 
stellt ist. 

15 

Folglich ist auch der Ohmsche Widerstand des zweiten Schalt- 
elements T2 dazu irrelevant, weil sein Einfluss von der Le- 
severstarkereinrichtung 20 ausgerichtet wird. Der Kompensa- 
tions- oder Speisestrom Icomp, Iforce wird von der Lesever- 
20 starkereinrichtung 20 ausgewertet und reprasentiert im We- 
sentlichen den ausgelesenen Programmierzustand oder Spei- 
cherzustand der selektierten Speicher zelle 3. 

W Die dargestellte erfindungsgemaiie Schaltung ermoglicht somit 
25 die Realisierung einer Auswahleinrichtung 10, insbesondere 
eines Spaltenmultiplexers 7, bei welchem Spannungsabf alle 
uber die Schaltelemente oder Schalttransistoren Tl und T2, 
welche durch flieftende Lesestrome Isense, hervorgeruf en wer- 
den konnten, keine Bedeutung haben. 
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Patent an spriiche 

1. Auswahleinrichtung fur eine Halbleiterspeichereinrichtung 
oder dergleichen, 

5 - welche fur jede auswahlbare Zugrif f sleitungseinrichtung (4, 
6), insbesondere fur jede Bitleitungseinrichtung (4) oder 
dergleichen, zum Zugriff auf Speicherelemente (3) des 
Speicherbereichs (2) der Halbleiterspeichereinrichtung 
(1), welche mit der jeweiligen auswahlbaren Zugriffslei- 

0 tungseinrichtung (4, 6) verbunden sind, jeweils eine zuge- 
ordnete Schalteinrichtung (12) oder dergleichen aufweist, 

- wobei durch die Schalteinrichtung (12) die jeweilige zuge- 
ordnete Zugrif f sleitungseinrichtung (4, 6) bei Auswahl mit 
einer Leseverstarkereinrichtung (20) steuerbar verbindbar 

5 ist, und zwar mit einem Potenzialabtastanschluss (22) der 
Leseverstarkereinrichtung (20) zum Erfassen des elektri- 
schen Potenzials der jeweiligen Zugrif f sleitungseinrich- 
tung (4, 6) und mit einem Stromeinspeiseanschluss (24) der 
Leseverstarkereinrichtung (20) zum Einspeisen eines Kom- 

0 pensationsstroms (Icomp, Isense) in die jeweilige Zu- 
grif f sleitungseinrichtung (4, 6), 
dadurch gekennzeichnet, 

- dass jede Schalteinrichtung (12) jeweils ein erstes und 
ein zweites Schaltelement (Tl, T2) aufweist, 

5 - dass im Betrieb durch das erste Schaltelement (Tl) die zu- 
geordnete Zugrif f sleitungseinrichtung (4, 6) mit dem Po- 
tenzialabtastanschluss (22 ) der Leseverstarkereinrichtung 
(20) verbindbar ist und 

- dass in Betrieb durch das zweite Schaltelement (T2) die 
0 zugeordnete Zugrif f sleitungseinrichtung (4, 6) mit dem 

Stromeinspeiseanschluss (24 ) der Leseverstarkereinrichtung 
(20) verbindbar ist. 

2. Auswahleinrichtung nach Anspruch 1, 

5 dadurch gekennzeichnet, 
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dass die Schaltelemente (Tl, T2) jeweils im Wesentlichen 
parallel zueinander geschaltet sind. 

3. Auswahleinrichtung nach einem der vorangehenden Anspru- 
5 che, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass durch die Schaltelemente (Tl , T2) jeweils im Wesentli- 
chen zwei Schaltzustande ausbildbar sind, insbesondere ein 
durchgeschalteter oder kontaktierender und ein nicht durch- 
10 geschalteter oder trennender Schaltzustand . 



4 . Auswahleinrichtung nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 
15 dass durch das erste Schaltelement (Tl) im ersten, durchge- 
schalteten oder kontaktierenden Schaltzustand ein ver- 
gleichsweise niederohmiger Kontakt herstellbar ist, insbe- 
sondere in Bezug auf den Potenzialabstastanschluss (22) der 
Leseverstarkereinrichtung (20) . 

20 

5. Auswahleinrichtung nach einem der vorangehenden Anspru- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 
dass die Schaltelemente (Tl, T2) als Transistoreinrichtungen 
25 ausgebildet sind, insbesondere als MOSFETs, oder derglei- 
chen . 



6. Auswahleinrichtung nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet, 

30 dass jeweils Drainbereiche (Dl, D2 ) der Transistoreinrich- 

tung (Tl, T2) mit der jeweils angeordneten Zugrif f sleitungs- 
einrichtung (4, 6) verbunden ausgebildet sind. 

7. Auswahleinrichtung nach einem der Ansprliche 5 oder 6, 
35 dadurch gekennzeichnet, 
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dass jeweils Sourcebereiche (SI, S2) der Transistoreinrich- 
tungen (Tl, T2) mit dem jeweiligen Potenzialanschluss (22) 
bzw. dem jeweiligen Stromeinspeiseanschluss (22) der zuge- 
ordneten Leseverstarkereinrichtung (20) verbunden ausgebil- 
5 det sind. 

8. Auswahleinrichtung nach einem der vorangehenden Ansprii- 
che, 

dadurch gekennzeichnet, 
0 dass die Mehrzahl der Ausgangsanschlusse (14), insbesondere 
die Sourcebereiche (SI, S2) der ersten und zweiten Schalt- 
elemente (Tl, T2) , jeweils mit einer gemeinsamen Leitungs- 
einrichtung (16, 17) und liber diese mit einer einzigen ge- 
meinsamen Leseverstarkereinrichtung (20) verbunden ist. 
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Zusammenf as sung 



Auswahleinrichtung fur eine Halbleiterspeichereinrichtung 

5 Um bei einem Spaltenmultiplexer (10) einer Halbleiterspei- 
chereinrichtung (1) von Lesestromen herruhrende Spannungsab- 
falle zu. vermeiden, wird vorgeschlagen, dass die Schaltein- 
richtungen (12) der Auswahleinrichtung (10) zwei Schaltele- 
mente (Tl, T2) aufweisen, wobei durch das erste und das 

0 zweite Schaltelement (Tl, T2) zugeordnete Bitleitungen (4) 

jeweils mit einem Potenzialabtastanschluss (22) bzw. mit ei- 
nem Stromeinspeiseanschluss (24) eines jeweils zugeordneten 
Leseverstarkers (20) verbindbar sind. 



5 (Fig. 2) 
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Bezugszeichenliste 



1 


Halbleiterspeichereinrichtung 


2 


Speicherbereich 


2 


nicht selektierter Speicherbereich 


3 


Speicherzelle 


J 


nicht selektierte Speicherzelle 


4 


Zugrif f sleitungseinrichtung/Bitleitung 


6 


Zugr i f f s 1 e i tung s e inr i cht ung / Wort lei tung 


7 


Spaltenmultiplexer 


8 


Zeilenmultiplexer 


10 


Auswahleinrichtung 


12 


Schalteinrichtung 


12a 


Knot en 


13 


Eingangsanschluss 


14 


Ausgangsanschluss 


15 


Ausgangsanschluss 


16 


Leitungseinrichtung 


17 


Leitungseinrichtung 


20 


Leseverstarkereinrichtung 


21 


Eingangsanschluss 


22 


Potenzialabtastanschluss 


23 


Ausgangsanschluss 


24 


Stromeinspeiseanschluss 


BLj 


Bit leitungseinrichtung 


Dl, D2 


Drainbereich 


Gl, G2 


Gatebereich 


Ipar 


Parallel strom 


Ic 


Zellenstrom 


Icomp 


Kompensationsstrom/Speisestrom 


If orce 


Kompensat ions strom/ Speis est rom 


Isense 


Messstrom/Abtast strom 



Tl erstes Schal t element /erste Transistoreinrichtnung 

T2 zweites Schal t element / zweite Trans is tor einrichtung 
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Veq Aqu ipo t en z i al spannung / Ausg 1 e i chs spannung 

Vf orce Spe i s e spannung / Kompen s a t i ons spannung 

Vou t Au s gabe spannung 

Vsense Abtast spannung 

Vwl Wort 1 e i tungs spannung /Les e spannung 

WLi — Wortleitungseinrichtung- 
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Figur fur die Zus ammenf assung 
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